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1．はじめに 

GaN は，青色発光ダイオードの開発により照明用白色 LED の商品化に大きく貢献し，現在では次世代パ

ワーエレクトロニクス分野からも大きな期待が持たれている．しかし，デバイスの作製工程における結晶

表面の不安定性[1]や電極等との界面制御[2]については未だ追及の余地があり，GaAs 系等と比較すると，不

明瞭な点が残されているのが現状である．そこで本研究では，昇温脱離ガス分析法(Thermal Desorption 

Spectrometry：TDS)を用いて，エピタキシャル成長した GaN 層の表面状態について検討した． 

2．実験方法 

試料として，Al2O3基板上に UHV スパッタ法と MOCVD 法で成長した 2 種類の GaN 層を用いた (UHV

スパッタ法においては，比較的高温である 860℃で成長したものを使用した．) これらの GaN層を TDS に

て測定した．TDS では，R.T.～約 950℃(真空中)の温度領域における Ga原子(mass No.70)および O2分子(mass 

No.32)の脱離量を測定した．尚，TDS は Fig.1 に示す通り，同じサンプルを用いて繰り返し測定を行った．

まず 1 回目の分析を行い，測定室(真空中)で R.T.まで降温させた後，2 回目の分析を行った．また， TDS

測定を行う前後での GaN 層の表面形態を SEMにより，結晶性を XRD により調べた． 

3．実験結果 

Fig.2 は，Ga原子の脱離量を調べた TDS 測定結果(試料はスパッ 

タ法で成長した GaN層)である．(a)に示す 1回目の TDS 測定の結 

果から，約 520℃で Ga原子の脱離量がピークに達することが解る． 

しかし(b)に示す 2回目の測定では Ga 原子の脱離はほとんど見られ 

なかった．これらの結果は MOCVD 法で成長した GaN 層でも同様 

であった．更に，O2分子に関しては， 

1 回目の TDS 測定で約 430℃と 540℃ 

で明瞭な脱離ピークが観測されたが， 

2 回目での脱離はほとんど無かった． 

また，TDS 測定前後で GaN層の表面 

形態や，XRDパターンに大きな変化は 

無かった．  

以上の結果から，GaN 層には比較的 

低温領域で解離する Ga－O結合が存在し，これは GaN層の表面に形成された自然酸化膜(酸化ガリウム)の 

可能性が高いと考えられる．実験結果および検討についての詳細は当日報告する予定である． 
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Fig.2 TDS spectra of GaN layer grown by UHV sputtering. 

Fig.1 Experimental step of TDS. 
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